Rontgen-Atomformfaktor fur Eisen (Z = 26)
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B. W. Batterman et al., Phys. Rev. 122, 68 (1961)



Rontgenstreuung an Molekul und Kristall

Als-Nielsen 2001, Abh. 1.6



Reziprokes Gitter: Fouriertransformation
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Compton-Streuung
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Absorption von Rontgenstrahlung
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Rodntgen-Absorptionsquerschnitt
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